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(57)【要約】
【課題】表示画像の視認性を低下せることなく、小型化
および高精細化を実現可能な有機ＥＬ表示装置を提供す
る。
【解決手段】有機ＥＬ表示装置は、駆動基板上の表示領
域に設けられた第１電極が、第１導電膜（反射膜）の下
層に、これよりも低反射率の第２導電膜を有する積層膜
からなる。周辺領域には、第２電極に接続される電極パ
ッドが設けられ、この電極パッドが、第１電極を構成す
る積層膜のうちの少なくとも第２導電膜と同一材料より
なる導電膜を含む。第１電極では、積層膜のうちの反射
膜としての第１導電膜の機能が発揮され、電極パッドで
は、低反射率の第２導電膜と同一材料よりなる導電膜に
より、外光反射が抑えられる。
【選択図】図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動基板上の表示領域に設けられると共に、それぞれが、２層以上からなる積層膜を有
する複数の第１電極と、
　前記複数の第１電極上に前記表示領域の全域にわたって設けられ、発光層を含む有機層
と、
　前記駆動基板上の前記表示領域の周辺領域に設けられた電極パッドと、
　前記有機層上から前記電極パッド上にわたって設けられた第２電極とを備え、
　前記積層膜は、
　反射膜として機能する第１導電膜と、
　前記第１導電膜の下層に設けられて前記第１導電膜よりも低反射率を有する第２導電膜
とを有し、
　前記電極パッドは、前記積層膜の一部に対応すると共に、前記第２導電膜と同一材料よ
りなる導電膜を含む
　有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記有機層は、前記表示領域から前記周辺領域の前記電極パッド上にまで延在して設け
られている
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記駆動基板は、
　薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタを覆う絶縁膜と、
　前記絶縁膜に埋設され、前記薄膜トランジスタと前記第１電極とを電気的に接続する第
１のコンタクト層と、
　前記絶縁膜に埋設され、前記薄膜トランジスタと同層に設けられた配線層と、前記電極
パッドとを電気的に接続する第２のコンタクト層とを有する
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記駆動基板は、シリコン基板を含む
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記電極パッドは、前記積層膜において、前記第２導電膜上の全域または端部を除く全
域の前記第１導電膜が除去されたものである
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記電極パッドは、前記積層膜において、前記第２導電膜上の前記第２のコンタクト層
に対向する領域の前記第１導電膜が選択的に除去されたものである
　請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項７】
　前記複数の第１電極と前記有機層との間に前記基板の全面にわたって設けられると共に
、各第１電極に対向して第１開口、前記電極パッドに対向して第２開口をそれぞれ有する
画素間絶縁膜を備え、
　前記第１開口は、前記第１のコンタクト層に非対向の領域に形成され、
　前記第２開口は、前記第２のコンタクト層に対向する領域に形成されている
　請求項６に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　前記第１導電膜は、アルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウムを含む合金からなり、　
前記第２導電膜は、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）またはチタンを含む合金を含
むからなる
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　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項９】
　前記第２電極は、酸化インジウムの化合物、またはマグネシウムと銀との共蒸着膜より
なる透明導電膜である
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１０】
　前記有機層は、白色発光層を含む
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１１】
　駆動基板上の表示領域に、それぞれが、２層以上からなる積層膜を有する複数の第１電
極を形成する工程と、
　前記複数の第１電極上に前記表示領域の全域にわたって、発光層を含む有機層を形成す
る工程と、
　前記駆動基板上の前記表示領域の周辺領域に電極パッドを形成する工程と、
　前記有機層上から前記電極パッド上にわたって第２電極を形成する工程とを含み、
　前記複数の第１の電極を形成する工程では、
　前記積層膜として、反射電極として機能する第１導電膜と、前記第１導電膜の下層にお
いて前記第１導電膜よりも低反射率を有する第２導電膜とを形成し、
　前記電極パッドを形成する工程では、
　前記電極パッドとして、前記積層膜の一部に対応すると共に、前記第２導電膜と同一材
料よりなる導電膜を形成する
　有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記有機層を形成する工程では、前記有機層を、前記表示領域から前記周辺領域の前記
電極パッド上まで延在して形成する
　請求項１１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記駆動基板は、
　薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタを覆う絶縁膜と、
　前記絶縁膜に埋設され、前記薄膜トランジスタと前記第１電極とを電気的に接続する第
１のコンタクト層と、
　前記絶縁膜に埋設され、前記薄膜トランジスタと同層に設けられた配線層と、前記電極
パッドとを電気的に接続する第２のコンタクト層とを有する
　請求項１１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記駆動基板として、シリコン基板を用いる
　請求項１１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記第１電極を形成する工程において、前記積層膜を、前記表示領域と前記周辺領域の
一部とに成膜し、
　前記電極パッドを形成する工程では、前記周辺領域に成膜された積層膜において、前記
第２導電膜上の全域または端部を除く全域の前記第１導電膜をエッチングにより除去し、
前記電極パッドを形成する
　請求項１１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記第１電極を形成する工程において、前記積層膜を、前記表示領域と前記周辺領域の
一部とに成膜し、
　前記電極パッドを形成する工程では、前記周辺領域に成膜された積層膜において、前記
第２導電膜上の前記第２のコンタクト層に対向する領域の前記第１導電膜を、酸素ガスを
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用いたプラズマアッシングの際の高温処理によって選択的に除去し、前記電極パッドを形
成する
　請求項１３に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記駆動基板において、前記第１および第２のコンタクト層を、前記絶縁膜の最表面か
ら突き出た突形状に加工する工程と、
　前記複数の第１電極を形成した後、前記有機層を形成する前に、前記基板の全面にわた
って、各第１電極に対向して第１開口、前記電極パッドに対向して第２開口をそれぞれ有
する画素間絶縁膜を形成する工程とを更に含み、
　前記画素間絶縁膜を形成する工程では、
　前記第１開口を、前記第１のコンタクト層に非対向の領域に形成し、
　前記第２開口を、前記第２のコンタクト層に対向する領域に形成する
　請求項１６に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　駆動基板上の表示領域に設けられると共に、それぞれが、２層以上からなる積層膜を有
する複数の第１電極と、
　前記複数の第１電極上に前記表示領域の全域にわたって設けられ、発光層を含む有機層
と、
　前記駆動基板上の前記表示領域の周辺領域に設けられた電極パッドと、
　前記有機層上から前記電極パッド上にわたって設けられた第２電極とを備え、
　前記積層膜は、
　反射膜として機能する第１導電膜と、
　前記第１導電膜の下層に設けられて前記第１導電膜よりも低反射率を有する第２導電膜
とを有し、
　前記電極パッドは、前記積層膜の一部に対応すると共に、前記第２導電膜と同一材料よ
りなる導電膜を含む
　有機ＥＬ表示装置を備えた電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、有機材料の電界発光（ＥＬ；Electro Luminescence）現象を利用して画像表
示を行う有機ＥＬ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上面発光型（トップエミッション型）の有機ＥＬ表示装置は、反射電極として機能する
下部電極（例えばアノード電極）と、上部電極（例えばカソード電極）との間に有機電界
発光層を挟み込んだ素子構造を有し、上部電極側から光取り出しを行うものである（例え
ば、特許文献１）。このような有機ＥＬ表示装置では、シリコンウェーハ上に素子構造を
形成することで、画素間ピッチを数μｍ程度にまで小型高精細化することが可能である。
ところが、このように画素間ピッチが微細化すると、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の各
画素の発光層を、蒸着マスクを用いた蒸着法により形成する（塗り分ける）場合、マスク
の位置合わせ精度が不足し易い。このため、例えば上記３色の発光層を全画素にわたって
積層して白色の発光を取り出す、いわゆるＲＧＢ－Ｗｈｉｔｅ方式が採用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２５２４０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ところが、上記ＲＧＢ－Ｗｈｉｔｅ方式では、発光領域（表示領域）内の全域にわたっ
て発光層が蒸着されるため、上部電極（カソード電極）を取り出す（カソード電極に配線
接続を行う）ためのパッド等を発光領域内に形成することができない。従って、発光領域
外にカソード接続用のパッド（以下、電極パッドという）を設ける必要がある。
【０００５】
　この電極パッドは、発光素子よりも下層に配置される薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin
 Film Transistor）等の配線層と同層に（同一工程において）形成できるが、この場合に
は、電極パッドとカソード電極との間に多数の層が介在することになる。従って、電極パ
ッドとカソード電極との間の段差が大きくなり、カソード電極が局所的に薄くなったり、
途切れ易くなる。尚、この段差による影響は、カソード電極の厚みを大きくすることで緩
和されるが、厚みを大きくすると、カソード電極における光吸収により光取り出し効率が
低下してしまう。これにより、表示画像において視認性が低下するという問題がある。
【０００６】
　本開示はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、表示画像の視認性を低下
せることなく、小型化および高精細化を実現可能な有機ＥＬ表示装置、有機ＥＬ表示装置
の製造方法および電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の有機ＥＬ表示装置は、駆動基板上の表示領域に設けられると共に、それぞれが
、２層以上からなる積層膜を有する複数の第１電極と、複数の第１電極上に表示領域の全
域にわたって設けられ、発光層を含む有機層と、駆動基板上の表示領域の周辺領域に設け
られた電極パッドと、有機層上から電極パッド上にわたって設けられた第２電極とを備え
たものである。積層膜は、反射膜として機能する第１導電膜と、第１導電膜の下層に設け
られて第１導電膜よりも低反射率を有する第２導電膜とを有し、電極パッドは、その積層
膜の一部に対応すると共に、第２導電膜と同一材料よりなる導電膜を含んで構成されてい
る。
【０００８】
　本開示の有機ＥＬ表示装置では、駆動基板上の表示領域に設けられた第１電極が、第１
導電膜（反射膜）の下層にこれよりも低反射率の第２導電膜を有する積層膜からなり、周
辺領域において第２電極に接続される電極パッドが、そのような積層膜のうちの少なくと
も第２導電膜と同一材料よりなる導電膜を含む。第１電極では、積層膜のうちの反射膜と
しての第１導電膜の機能が発揮され、電極パッドでは、低反射率の第２導電膜と同一材料
よりなる導電膜により、外光反射が抑えられる。
【０００９】
　本開示の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、駆動基板上の表示領域に、それぞれが、２層
以上からなる積層膜を有する複数の第１電極を形成する工程と、複数の第１電極上に表示
領域の全域にわたって、発光層を含む有機層を形成する工程と、駆動基板上の表示領域の
周辺領域に電極パッドを形成する工程と、有機層上から電極パッド上にわたって第２電極
を形成する工程とを含む。複数の第１の電極を形成する工程では、積層膜として、反射電
極として機能する第１導電膜と、第１導電膜の下層において第１導電膜よりも低反射率を
有する第２導電膜とを形成する。電極パッドを形成する工程では、電極パッドとして、上
記積層膜の一部に対応すると共に、第２導電膜と同一材料よりなる導電膜を形成する。
【００１０】
　本開示の有機ＥＬ表示装置の製造方法では、駆動基板上の表示領域に、第１電極として
、第１導電膜（反射膜）の下層にこれよりも低反射率の第２導電膜を有する積層膜を形成
する。周辺領域では、電極パッドを、そのような積層膜のうちの少なくとも第２導電膜を
含んで形成する。第１電極と電極パッドとを同一工程において成膜しつつも、第１電極で
は、反射膜としての機能を発揮させる一方、電極パッドでは、外光反射を抑えることがで
きる。
【００１１】
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　本開示の電子機器は、上記本開示の有機ＥＬ表示装置を備えたものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示の有機ＥＬ表示装置、有機ＥＬ表示装置の製造方法および電子機器によれば、駆
動基板上の表示領域に設けられた第１電極が、第１導電膜（反射膜）の下層にこれよりも
低反射率の第２導電膜を有する積層膜からなり、周辺領域において第２電極に接続される
電極パッドが、そのような積層膜のうちの少なくとも第２導電膜を含んで構成される。こ
れにより、第１電極では反射機能を発揮させる一方、電極パッドでは外光反射を抑えるこ
とができる。よって、表示画像の視認性を低下せることなく、小型化および高精細化を実
現可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本開示の第１の実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の断面構成を表す図である。
【図２】図１に示した有機ＥＬ表示装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図３】図２に続く工程を表す断面図である。
【図４】図３に続く工程を表す断面図である。
【図５】図４に続く工程を表す断面図である。
【図６】図５に続く工程を表す断面図である。
【図７】図６に続く工程を表す断面図である。
【図８】図７に続く工程を表す断面図である。
【図９】図８に続く工程を表す断面図である。
【図１０】図９に続く工程を表す断面図である。
【図１１】本開示の第２の実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の断面構成を表す図である
。
【図１２】図１１に示した有機ＥＬ表示装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図１３】コンタクト層形成工程を説明するための拡大断面図である。
【図１４】コンタクト層の拡大断面図である。
【図１５】図１２に続く工程を表す断面図である。
【図１６】図１５に続く工程を表す断面図である。
【図１７】図１６に続く工程を表す断面図である。
【図１８】図１７に続く工程を表す断面図である。
【図１９】図１８に続く工程を表す断面図である。
【図２０】図１９に続く工程を表す断面図である。
【図２１】図２０に続く工程を表す断面図である。
【図２２】図２１に続く工程を表す断面図である。
【図２３】実施の形態等に係る表示装置の周辺回路を含む全体構成を表す図である。
【図２４】図２３に示した画素の回路構成を表す図である。
【図２５】図２３に示した表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である。
【図２６】実施の形態等の表示装置の適用例１の外観を表す斜視図である。
【図２７】（Ａ）は適用例２の表側から見た外観を表す斜視図であり、（Ｂ）は裏側から
見た外観を表す斜視図である。
【図２８】適用例３の外観を表す斜視図である。
【図２９】適用例４の外観を表す斜視図である。
【図３０】（Ａ）は適用例５の開いた状態の正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じ
た状態の正面図、（Ｄ）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本開示における実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。尚、説明
は以下の順序で行う。
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１．第１の実施の形態（第１電極を構成する積層膜のうち、第１導電膜（高反射膜）をほ
ぼ全域にわたって除去したものを電極パッドとして形成した例）
２．第２の実施の形態（第１電極を構成する積層膜のうち、第１導電膜（高反射膜）を部
分的な領域において除去したものを電極パッドとして形成した例）
３．適用例（電子機器への適用例）
【００１５】
＜第１の実施の形態＞
［構成］
　図１は、本開示の第１の実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示装置１）の
断面構成を表すものである。有機ＥＬ表示装置１は、例えばいわゆるトップエミッション
方式（上面発光方式）により発光を生じるものであり、例えば、駆動基板１０上の表示領
域Ｓ１に、複数の有機ＥＬ素子（ＥＬ素子部１３Ａ）が例えばマトリクス状に配置された
ものである。尚、図１には、１つのＥＬ素子部１３Ａと、後述の電極パッド１４Ｐ（表示
領域Ｓ１と周辺領域Ｓ２との境界付近）について図示している。各ＥＬ素子部１３Ａは、
例えば赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の３つのサブピクセルのいずれかを構成しており、
これらの３つのサブピクセルが１つのピクセルとして機能するようになっている。
【００１６】
（駆動基板１０）
　駆動基板１０は、例えばアモルファスシリコン（非晶質シリコン）よりなる基板１０ａ
上に、ＴＦＴ１１を含む駆動回路（後述の画素回路４０等）が配設されたものである。但
し、基板１０ａは、アモルファスシリコンに限定されず、ポリシリコン（多結晶シリコン
）、石英、ガラス、金属箔、シリコンまたはプラスチック等からなるものであってもよい
。
【００１７】
　ＴＦＴ１１は、例えば後述の画素回路４０におけるサンプリング用トランジスタ３Ａま
たは書き込み用トランジスタ３Ｂに相当するものであり、その構成は例えば逆スタガ構造
（いわゆるボトムゲート型）でもよいしスタガ構造（トップゲート型）であってもよい。
基板１０ａ上には、このＴＦＴ１１を覆って第１絶縁膜１１０が設けられており、第１絶
縁膜１１０上には、容量素子等を形成するための配線層１１１が設けられている。この配
線層１１１を覆うように、基板全面にわたって第２絶縁膜１１２が形成されている。第１
絶縁膜１１０は、例えば酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ）または一酸化シリコン（ＳｉＯ）か
らなることが望ましく、第２絶縁膜１１２は、例えば二酸化シリコン（ＳｉＯ2）からな
ることが望ましい。これらの第１絶縁膜１１０および第２絶縁膜１１２には、ＥＬ素子部
１３Ａに対応する領域にコンタクト層１１３Ａ、電極パッド１４Ｐに対応する領域にコン
タクト層１１３Ｂがそれぞれ埋設されている。尚、図１では、コンタクト層１１３Ａは１
本、コンタクト層１１３Ｂは、複数本（ここでは５本）、それぞれ設けているが、これら
のコンタクト層１１３Ａ，１１３Ｂの本数や径等は図示したものに特に限定されない。
【００１８】
　コンタクト層１１３Ａ，１１３Ｂは、例えば、第１絶縁膜１１０および第２絶縁膜１１
２を貫通するコンタクトホールに、導電性材料が埋め込まれて形成されたものである。導
電性材料としては、例えばタングステン（Ｗ）が挙げられる。コンタクト層１１３Ａは、
ＥＬ素子部１３Ａの下部電極（第１電極１４）と、ＴＦＴ１１の電極（例えばソースまた
はドレイン）とを電気的に接続させるものである。コンタクト層１１３Ｂは、電極パッド
１４Ｐの導電膜（低反射導電膜１４ｂ）と、配線層１１ａとを電気的に接続させるもので
ある。配線層１１ａは、基板１０ａ上において、ＴＦＴ１１と同層に形成されている。
【００１９】
（ＥＬ素子部１３Ａ）
　ＥＬ素子部１３Ａは、例えばトップエミッション方式により発光を生じるものであり、
駆動基板１０の第２絶縁膜１１２上に、例えば第１電極１４、有機層１６および第２電極
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１７を備えている。また、第１電極１４上には、基板全面にわたって画素間絶縁膜１５が
形成されており、この画素間絶縁膜１５は、第１電極１４に対向して開口Ｈ１、電極パッ
ド１４Ｐに対向して開口Ｈ２をそれぞれ有している。この画素間絶縁膜１５の開口Ｈ１に
対向する領域が各ＥＬ素子部１３Ａにおける発光領域となる。
【００２０】
　画素間絶縁膜１５は、各ＥＬ素子部１３Ａを電気的に分離する（画素開口を区画する）
機能を有するものであり、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ2）等の無機絶縁膜により構成さ
れている。この画素間絶縁膜１５の厚みは、例えば１０ｎｍ～２００ｎｍである。
【００２１】
　第１電極１４は、画素毎に設けられ、例えばアノードとして機能すると共に、反射電極
として機能するものである。本実施の形態では、この第１電極１４が、反射膜としての高
反射導電膜１４ａを有しており、これよりも下層に、低反射導電膜１４ｂを有している。
即ち、第１電極１４は、駆動基板１０側から順に低反射導電膜１４ｂと高反射導電膜１４
ａとを有する積層膜となっている。
【００２２】
　高反射導電膜１４ａとしては、例えばアルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウムを含む
合金（例えばアルミニウムとネオジウム（Ｎｄ）との合金）が好適である。但し、この他
にも、例えば銀（Ａｇ）の単体または合金（例えばマグネシウム（Ｍｇ）と銀との合金）
が用いられてもよい。高反射導電膜１４ａの厚みは、例えば２０ｎｍ～６００ｎｍである
。
【００２３】
　低反射導電膜１４ｂは、高反射導電膜１４ａよりも反射率の低い導電膜材料からなり、
例えば、チタン（Ｔｉ）または窒化チタン（ＴｉＮ）、あるいはチタンを含む合金よりな
ることが望ましい。第１電極１４は、前述のようにコンタクト層１１３Ａを介してＴＦＴ
１１の電極と電気的に接続されるが、コンタクト層１１３Ａにタングステンを用いた場合
、このタングステンがアルミニウム（高反射導電膜１４ａ）に直に接すると反応が生じる
。このため、これらの間に、チタンまたは窒化チタンよりなる低反射導電膜１４ｂを有す
ることにより、バリアメタルとして機能し、上記反応を抑制することができる。この低反
射導電膜１４ｂの厚みは、例えば５ｎｍ～１００ｎｍである。
【００２４】
　有機層１６は、例えば白色光を発する有機電界発光層（以下、白色発光層という）含む
ものであり、第１電極１４および第２電極１７を通じて電界をかけることにより電子と正
孔との再結合を生じて、白色光を発生するようになっている。
【００２５】
　白色発光層は、詳細には、例えば、赤色光を発する赤色発光層、緑色光を発する緑色発
光層および青色光を発する青色発光層を積層した構造（タンデム構造）を有している。赤
色発光層は、例えば赤色発光材料，正孔輸送性材料および電子輸送性材料のうち少なくと
も１種を含み、例えば４，４－ビス（２，２－ジフェニルビニン）ビフェニル（ＤＰＶＢ
ｉ）に２，６－ビス［（４'－メトキシジフェニルアミノ）スチリル］－１，５－ジシア
ノナフタレン（ＢＳＮ）を混合したものから構成されている。緑色発光層は、例えば、緑
色発光材料，正孔輸送性材料および電子輸送性材料のうち少なくとも１種を含み、例えば
、ＡＤＮやＤＰＶＢｉにクマリン６を混合したものから構成されている。青色発光層は、
例えば、青色発光材料，正孔輸送性材料および電子輸送性材料のうち少なくとも１種を含
み、例えば、ＤＰＶＢｉに４，４'－ビス［２－｛４－（Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ）フ
ェニル｝ビニル］ビフェニル（ＤＰＡＶＢｉ）を混合したものから構成されている。
【００２６】
　この有機層１６は、上記のような発光層の他にも、例えば正孔注入層、正孔輸送層、電
子輸送層などを含んでいてもよい。具体的には、第１電極１４がアノードとして機能する
場合には、第１電極１４側から順に、正孔注入層、正孔輸送層、白色発光層および電子輸
送層を積層した構造であってもよい。また、このような積層構造を有する有機層１６は、



(9) JP 2013-54863 A 2013.3.21

10

20

30

40

50

駆動基板１０上の全てのＥＬ素子部１３Ａに共通して形成されていてもよいが、一部の層
がＥＬ素子部１３Ａ毎に設けられ、その他の層が全ＥＬ素子部１３Ａに共通して設けられ
ていてもよい。また、有機層１６と第２電極１７との間には、更に、例えばＬｉＦよりな
る電子注入層が設けられていてもよい。
【００２７】
　尚、ここでは、白色発光層として、赤色発光層、緑色発光層および青色発光層を積層し
たものを例示したが、白色発光層の構成はこれに限定されず、混色により白色光を生成可
能な構造であればよい。例えば、青色発光層と黄色発光層とを積層した構造、または青色
発光層と橙色発光層とを積層した構造であってもよい。
【００２８】
　第２電極１７は、例えば駆動基板１０上の全てのＥＬ素子部１３Ａに共通して設けられ
、例えばカソードとして機能するものである。この第２電極１７は、例えば酸化インジウ
ムの化合物（例えば酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ））また
はマグネシウム（Ｍｇ）および銀の共蒸着膜（ＭｇＡｇ共蒸着膜）により構成されている
。この第２電極１７は、後述の画素間絶縁膜１５の開口Ｈ２において電極パッド１４Ｐと
電気的に接続されている。
【００２９】
（電極パッド１４Ｐ）
　本実施の形態では、上記のようなＥＬ素子部１３Ａを含む表示領域Ｓ１の周辺領域Ｓ２
（額縁領域）に、第２電極１７の配線接続用のパッドとして、上記第１電極１４を構成す
る積層膜の一部に対応する電極パッド１４Ｐが設けられている。具体的には、電極パッド
１４Ｐは、第１電極１４の積層膜のうちの少なくとも低反射導電膜１４ｂを含む構造を有
している。例えば、電極パッド１４Ｐでは、低反射導電膜１４ｂを有すると共に、低反射
導電膜１４ｂ上の端部にのみ高反射導電膜１４ａが設けられている。このような電極パッ
ド１４Ｐは、詳細は後述するが、第１電極１４と同一工程において高反射導電膜１４ａお
よび低反射導電膜１４ｂからなる積層膜を成膜した後、高反射導電膜１４ａに対応する一
部分を選択的に除去することで形成される。尚、電極パッド１４Ｐでは、高反射導電膜１
４ａの全部が除去されていてもよい。
【００３０】
　このような電極パッド１４Ｐは、上述のように画素間絶縁膜１５の開口Ｈ２において第
２電極１７と接触しており、これにより第２電極１７との電気的接続が確保されている。
ここで、本実施の形態では、有機層１６が、表示領域Ｓ１から周辺領域Ｓ２の電極パッド
１４Ｐの一部を覆うように延在して形成されており、その端部１６ｅが電極パッド１４Ｐ
に向かってなだらかに傾斜している。第２電極１７は、そのような有機層１６の傾斜面に
沿うように、基板全面にわたって形成されている。
【００３１】
　第２電極１７上には、保護層１８が設けられている。保護層１８は、例えば厚みが２～
５μｍであり、絶縁性材料または導電性材料のいずれにより構成されていてもよい。絶縁
性材料としては、無機アモルファス性の絶縁性材料、例えばアモルファスシリコン（ａ－
Ｓｉ），アモルファス炭化シリコン（ａ－ＳｉＣ），アモルファス窒化シリコン（ａ－Ｓ
ｉ1-xＮx）、アモルファスカーボン（ａ－Ｃ）等が好ましい。このような無機アモルファ
ス性の絶縁性材料は、グレインを構成しないため透水性が低く、良好な保護膜となる。保
護層１８上には、図示しない接着層により封止基板２０が貼り合わせられている。
【００３２】
　封止基板２０は、保護層１８と共に、各ＥＬ素子部１３Ａを封止するものであり、例え
ばＲ，Ｇ，Ｂの各色光に対して透明なガラスなどの材料により構成されている。この封止
基板２０には、図示しないカラーフィルタが設けられていてもよい。カラーフィルタは、
例えば赤色，緑色または青色のフィルタを有し、例えば顔料や染料を混入した樹脂より構
成されている。このようなカラーフィルタを設けることにより、各ＥＬ素子部１３Ａで発
生した光（ここでは白色光）をＲ，Ｇ，Ｂの色光に変換して取り出すことができる。
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【００３３】
［製造方法］
　上記のような有機ＥＬ表示装置１は、例えば次のようにして製造することができる。
【００３４】
（駆動基板形成工程）
　まず、駆動基板１０を用意する。具体的には、上述した材料よりなる基板１０ａ上に、
所定の薄膜プロセスを経てＴＦＴ１１を含む駆動回路を形成した後、基板１０ａの全面に
わたって、上述した材料よりなる第１絶縁膜１１０を、例えばＣＶＤ（Chemical Vapor D
eposition）法により成膜する。続いて、成膜した第１絶縁膜１１０上に配線層１１１を
パターン形成した後、基板１０ａの全面にわたって、上述した材料よりなる第２絶縁膜１
１２を例えばＣＶＤ法により成膜する。
【００３５】
　続いて、図２（Ａ）に示したように、基板１０ａ上の第１絶縁膜１１０および第２絶縁
膜１１２にコンタクト層１１３Ａ，１１３Ｂ用のコンタクトホールＨａ１，Ｈａ２を形成
する。具体的には、フォトリソグラフィ法を用いたドライエッチングにより、第１絶縁膜
１１０および第２絶縁膜１１２の選択的な領域を、ＴＦＴ１１の表面または配線層１１ａ
の表面まで貫通するように除去する。
【００３６】
　この後、図２（Ｂ）に示したように、形成したコンタクトホールＨａ１，Ｈａ２に、例
えばタングステン等の導電性材料を、例えばスパッタ法により埋め込む。このようにして
、コンタクト層１１３Ａ，１１３Ｂを有する駆動基板１０を形成する。
【００３７】
（第１電極，電極パッドの形成工程）
　次いで、図３（Ａ）に示したように、駆動基板１０上に、上述した材料よりなる低反射
導電膜１４ｂおよび高反射導電膜１４ａをこの順に、例えばスパッタ法により基板全面に
わたって成膜する。この後、図３（Ｂ）に示したように、例えばフォトリソグラフィ法を
用いたドライエッチングによりパターニングする。これにより、表示領域Ｓ１に、低反射
導電膜１４ｂおよび高反射導電膜１４ａからなる第１電極１４を形成すると共に、周辺領
域Ｓ２にも、同様の構成を有する積層膜１４Ｐ１を形成する。また、第１電極１４は、コ
ンタクト層１１３Ａを介してＴＦＴ１１に電気的に接続され、周辺領域では、積層膜１４
Ｐ１のうちの低反射導電膜１４ｂ（電極パッド１４Ｐに相当する部分）がコンタクト層１
１３ｂを介して配線層１１ａに電気的に接続される。
【００３８】
　続いて、図４に示したように、基板全面にわたって、上述した材料よりなる画素間絶縁
膜１５を、例えばプラズマＣＶＤ（plasma-enhanced chemical vapor deposition）法に
より成膜する。
【００３９】
　この後、図５に示したように、例えばフォトリソグラフィ法を用いたドライエッチング
により、画素間絶縁膜１５のうち、第１電極１４に対向する領域と、積層膜１４Ｐ１に対
向する領域とを選択的に除去し、開口Ｈ１，Ｈ２を形成する。
【００４０】
　次いで、周辺領域Ｓ２に形成された積層膜１４Ｐ１のうち高反射導電膜１４ａを選択的
に除去する。具体的には、まず、図６に示したように、積層膜１４Ｐ１に対向して（開口
Ｈ２に対向して）開口１２０ａを有するフォトレジスト膜１２０を形成する。この後、図
７に示したように、例えばドライエッチングまたはウェットエッチングを施すことにより
、積層膜１４Ｐ１のうちの高反射導電膜１４ａのみを選択的に除去する。但し、詳細には
、画素間絶縁膜１５およびフォトレジスト膜１２０が、積層膜１４Ｐ１の端部にオーバー
ラップして形成されるため、高反射導電膜１４ａのうちの端部分（１４ａ１）については
除去されずに、低反射導電膜１４ｂ上に残存する。この後、図８に示したように、フォト
レジスト膜１２０を剥離することにより、低反射導電膜１４ｂよりなる（詳細には、端部
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分１４ａ１を含む）電極パッド１４Ｐが形成される。
【００４１】
（有機層形成工程）
　次いで、図９に示したように、少なくとも表示領域の全域にわたって、上述した積層構
造および材料等よりなる有機層１６を形成する。この際、有機層１６を、例えば真空蒸着
法により成膜する。例えば、白色発光層としてＲ，Ｇ，Ｂの各色の発光層を積層させる場
合には、各色の発光材料をそれぞれ真空蒸着法により、例えば基板全面に渡って順に堆積
させる。また、周辺領域Ｓ２では、有機層１６の端部１６ｅが、電極パッド１４Ｐの低反
射導電膜１４ｂの一部を覆うように延在して形成されるようにする。但し、電極パッド１
４Ｐの低反射導電膜１４ｂの表面の一部は露出させておく。
【００４２】
（第２電極形成工程）
　この後、図１０に示したように、基板全面にわたって、上述した材料よりなる第２電極
１７を例えばスパッタ法により成膜する。これにより、電極パッド１４Ｐの低反射導電膜
１４ｂの有機層１６から露出した部分と、第２電極１７が接触して、これらが電気的に接
続される。
【００４３】
　次いで、図示はしないが、形成した第２電極１７上の全面を覆って、上述した材料より
なる上述した材料よりなる保護層１８を形成した後、接着層を用いて駆動基板１０と封止
基板２０とを貼り合わせる。以上により、図１に示した有機ＥＬ表示装置１を完成する。
【００４４】
［作用・効果］
　有機ＥＬ表示装置１では、各サブピクセル（ＥＬ素子部１３Ａ）に対し、映像信号に基
づく駆動電流が第１電極１４および第２電極１７を通じて供給されると、各ＥＬ素子部１
３Ａでは、有機層１６（白色発光層）において、正孔と電子との再結合により発光が起こ
る。このようにして生じた白色光のうち、第１電極１４側（下方）へ放たれた光は、第１
電極１４等によって反射された後、封止基板２０の上方より出射する。一方、第２電極１
７側（上方）へ放たれた光は、そのまま第２電極１７を透過した後、封止基板２０の上方
より出射する。封止基板２０を出射する際には、図示しないカラーフィルタを透過するこ
とにより、Ｒ，Ｇ，Ｂの色光が表示光として取り出される。このようにして、トップエミ
ッション方式によるフルカラーの映像表示がなされる。
【００４５】
　本実施の形態では、上述のように、駆動基板１０上において、表示領域Ｓ１に反射電極
としての第１電極１４が設けられ、周辺領域Ｓ２には、第２電極１７を取り出すための電
極パッド１４Ｐが設けられている。第１電極１４が高反射導電膜１４ａの下層にこれより
も低反射率の低反射導電膜１４ｂを有する積層膜からなり、電極パッド１４Ｐが、そのよ
うな積層膜の一部に対応する膜構造を有する（低反射導電膜１４ｂと同一材料よりなる導
電膜を含む）。このような第１電極１４および電極パッド１４Ｐは、互いに同一工程にお
いて成膜された後、電極パッド１４Ｐにおいては積層膜の一部が選択的に除去されること
により形成される。
【００４６】
（比較例）
　ここで、第１電極と電極パッドとを上記のように同一工程を経て形成する場合、それら
を同一の導電膜材料を用いて形成することになるため、電極パッド部分も第１電極と同様
の高反射材料が用いられる。このため、電極パッドにおいて高反射となり、外光反射が発
生し易くなる。特に、基板１０ａとしてシリコン基板を用いた有機ＥＬ表示装置１におい
ては、小型化および高精細化を実現するために、額縁（周辺領域Ｓ２）の幅を大きく確保
できないことから、周辺領域Ｓ２における遮光性能に乏しい。尚、逆に、第１電極と電極
パッドに使用する導電膜材料として、低反射材料を用いるようにすれば、周辺領域での外
光反射は抑制できるものの、この場合には、反射率の低下により表示領域内での光取り出
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し効率が低下してしまう。
【００４７】
　これに対し、本実施の形態では、第１電極１４と電極パッド１４Ｐとがそれぞれ上記構
成を有していることにより、これらを同一工程において成膜しつつも、第１電極１４では
、高反射導電膜１４ａの機能、電極パッド１４Ｐでは、低反射導電膜１４ｂの機能をそれ
ぞれ発揮させることができる。従って、表示領域Ｓ１では、高反射導電膜１４ａによって
高い光取り出し効率を確保しつつ、周辺領域Ｓ２では、低反射導電膜１４ｂによって外光
反射を抑制することができる。尚、電極パッド１４Ｐには、低反射導電膜１４ｂ上の端部
に高反射導電膜１４ａの一部が残存するが、これは、ほとんど外光反射に影響を与えない
。
【００４８】
　また、低反射導電膜１４ｂが例えばチタンまたは窒化チタン、あるいはチタンを含む合
金により構成されていることにより、例えば、第２電極１７として酸化インジウム系ある
いはＭｇＡｇ共蒸着膜等を用いた場合、第２電極１７と電極パッド１４Ｐとの良好なオー
ミック接続を確保することができる。ここで、アルミニウムは、通常、酸化インジウム系
あるいはＭｇＡｇ共蒸着膜に対するオーミック性が良くないので、本実施の形態のような
積層構造を採用することにより、電極パッド部分にアルミニウムを用いる場合に比べ、第
２電極１７の材料の選択性が向上する。
【００４９】
　更に、このような電極パッド１４Ｐの一部を覆うように有機層１６を延在形成すること
により、第２電極１７がその有機層１６の表面形状に倣ってなだらかに形成され、電極パ
ッド１３Ｂ上の領域まで、途切れたり（分断されたり）、局所的に薄くなったりしにくく
なる。これにより、生産歩留まりが向上する。
【００５０】
　以上のように本実施の形態では、駆動基板１０上において、表示領域Ｓ１に反射電極と
しての第１電極１４、周辺領域Ｓ２に電極パッド１４Ｐをそれぞれ設け、第１電極１４が
低反射導電膜１４ｂ上に高反射導電膜１４ａを積層した積層膜からなり、電極パッド１４
Ｐが、そのような積層膜のうちの低反射導電膜１４ｂを含む構造を有する。これにより、
第１電極１４では高反射機能を発揮させる一方、電極パッドでは外光反射を抑えることが
できる。よって、表示画像の視認性を低下せることなく、小型化および高精細化を実現可
能となる。
【００５１】
＜第２の実施の形態＞
［構成］
　図１１は、本開示の第２の実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示装置２）
の断面構成を表すものである。有機ＥＬ表示装置２は、上記実施の形態の有機ＥＬ表示装
置１と同様、例えばトップエミッション方式により発光を生じるものであり、駆動基板１
０上に、複数のＥＬ素子部１３Ａが例えばマトリクス状に配置されたものである。尚、上
記実施の形態における構成要素と同一のものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する
。
【００５２】
　駆動基板１０は、上記第１の実施の形態と同様、基板１０ａ上に、ＴＦＴ１１を含む駆
動回路が配設されたものである。また、基板１０ａ上には、ＴＦＴ１１を覆って第１絶縁
膜１１０、配線層１１１および第２絶縁膜１１２が設けられ、これらの第１絶縁膜１１０
および第２絶縁膜１１２には、ＥＬ素子部１３Ａに対応する領域にコンタクト層１１４Ａ
、電極パッド１４Ｐに対応する領域にコンタクト層１１４Ｂがそれぞれ埋設されている。
【００５３】
　コンタクト層１１４Ａ，１１４Ｂは、上記第１の実施の形態と同様、第１絶縁膜１１０
および第２絶縁膜１１２を貫通するコンタクトホールに、導電性材料（例えばタングステ
ン）が埋め込まれて形成されたものである。また、コンタクト層１１４Ａは、ＥＬ素子部
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１３Ａの第１電極１４とＴＦＴ１１の電極とを電気的に接続させ、コンタクト層１１４Ｂ
は、電極パッド１４Ｐの導電膜（低反射導電膜１４ｂ）と配線層１１ａとを電気的に接続
させるようになっている。但し、本実施の形態では、詳細は後述するが、このコンタクト
層１１４Ａ，１１４Ｂの各表面（第１電極１４および電極パッド１４Ｐとの対向面）の形
状が、上記第１の実施の形態のコンタクト層１１３Ａ，１１３Ｂと異なり、突形状を有し
ている。
【００５４】
　ＥＬ素子部１３Ａは、上記第１の実施の形態において説明したように、例えばトップエ
ミッション方式により発光を生じるものであり、駆動基板１０の第２絶縁膜１１２上に、
例えば第１電極１４、有機層１６および第２電極１７を備えている。また、第１電極１４
上には、基板全面にわたって画素間絶縁膜１５が形成されており、この画素間絶縁膜１５
は、第１電極１４に対向して開口Ｈ３、電極パッド１４Ｐに対向して開口Ｈ２をそれぞれ
有している。
【００５５】
　但し、本実施の形態では、開口Ｈ３の形成領域が、上記第１の実施の形態における開口
Ｈ１の形成領域と異なっており、具体的には、開口Ｈ３がコンタクト層１１４Ａに非対向
な領域に形成されている。換言すると、画素間絶縁膜１５が、コンタクト層１１４Ａに対
向する領域を覆って形成されている。
【００５６】
（電極パッド２１Ｐ）
　本実施の形態では、表示領域Ｓ１の周辺領域Ｓ２に、第２電極１７の配線接続用のパッ
ドとして、上記第１の実施の形態と同様、第１電極１４を構成する積層膜の一部に対応す
る電極パッド２１Ｐが設けられている。具体的には、電極パッド２１Ｐは、第１電極１４
の積層膜のうちの少なくとも低反射導電膜１４ｂを有すると共に、低反射導電膜１４ｂ上
の選択的な部分（コンタクト層１１４Ｂに非対向の部分：高反射部１４ａ２）にのみ高反
射導電膜１４ａが設けられている。換言すると、電極パッド２１Ｐでは、低反射導電膜１
４ｂ上のコンタクト層１１４Ｂに対向する部分の高反射導電膜１４ａが選択的に除去され
ている。このような電極パッド２１Ｐは、詳細は後述するが、第１電極１４と同一工程に
おいて高反射導電膜１４ａおよび低反射導電膜１４ｂからなる積層膜を成膜した後、上記
第１の実施の形態とは異なる手法を用いて、高反射導電膜１４ａの一部を選択的に除去す
ることで形成される。
【００５７】
　この電極パッド２１Ｐは、画素間絶縁膜１５の開口Ｈ２において第２電極１７と接触し
ており、これにより第２電極１７との電気的接続が確保されている。ここで、本実施の形
態においても、有機層１６が、表示領域Ｓ１から周辺領域Ｓ２の電極パッド２１Ｐの一部
を覆うように延在して形成されており、その端部１６ｅが電極パッド１４Ｐに向かってな
だらかに傾斜している。第２電極１７は、そのような有機層１６の傾斜面に沿うように、
基板全面にわたって形成され、電極パッド２１Ｐ上の有機層１６から露出した領域では、
高反射部１４ａ２と低反射導電膜１４ｂとを覆って形成されている。これにより、電極パ
ッド２１Ｐと第２電極１７との電気的接続が確保されている。
【００５８】
　第２電極１７上には、上記第１の実施の形態と同様、保護層１８が形成されると共に、
封止基板２０が貼り合わせられている。
【００５９】
［製造方法］
　上記のような有機ＥＬ表示装置１は、例えば次のようにして製造することができる。
【００６０】
（駆動基板形成工程）
　まず、上記第１の実施の形態と同様にして、上述した材料（例えばアモルファスシリコ
ン）よりなる基板１０ａ上に、所定の薄膜プロセスを経てＴＦＴ１１を含む駆動回路を形
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成した後、第１絶縁膜１１０、配線層１１１および第２絶縁膜１１２を形成する。この後
、図１２に示したように、コンタクト層１１４Ａ，１１４Ｂを形成する。以下、図１３（
Ａ）～（Ｃ）および図１４を参照して、コンタクト層１１４Ａ，１１４Ｂの具体的な形成
手順について説明する。尚、図１３（Ａ）～（Ｃ）および図１４には、コンタクト層１１
４Ｂに対応する部分のみを拡大して示している。
【００６１】
　具体的には、まず、上記第１の実施の形態と同様にして、第１絶縁膜１１０および第２
絶縁膜１１２にコンタクトホール（Ｈａ１，Ｈａ２）を形成する。続いて、図１３（Ａ）
に示したように、これらのコンタクトホール（Ｈａ１，Ｈａ２）を、例えばタングステン
等の導電膜１１４により埋め込む。尚、第２絶縁膜１１２の表面には、詳細には、例えば
チタンまたは窒化チタンよりなるバリアメタル１１２ａが形成されている。
【００６２】
　次いで、図１３（Ｂ）に示したように、例えばＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishin
g）法を用いて、導電膜１１４のうちの第２絶縁膜１１２上に成膜された余剰部分（１１
４ｅ）を除去する。
【００６３】
　この後、図１３（Ｃ）に示したように、第２絶縁膜１１２およびコンタクト層１１４Ｂ
の表面側の領域Ａを加工し、コンタクト層１１４Ｂの表面に、図１４に示したような所定
の突形状Ｂを形成する。具体的には、例えば２種類のスラリーＣ１，Ｃ２を用いたＣＭＰ
法により、領域Ａのうち選択的な部分のみをエッチングする。突形状Ｂは、第２絶縁膜１
１２上に突出した部分の厚みｄ１が、例えば、１０ｎｍ～５０ｎｍであることが望ましい
。
【００６４】
　スラリーＣ１としては、一般的なタングステン膜研磨用スラリー（シリカ砥粒を含み、
硝酸鉄やマロン酸が添加された溶液）を用いる。尚、必要に応じて純水に希釈し（純水と
の混合比が例えば１：１）、過酸化水素水を１～３（体積％）加えて使用する。スラリー
Ｃ２としては、主要成分にコロイダルシリカを４～６％(メジアン砥粒径６０～９０ｎｍ)
含み、ｐＨ１～３の溶液を使用する。このようなスラリーＣ１，Ｃ２を１：３～１：６く
らいまでの比率で（もしくはスラリーＣ２が更に多くなるような比率で）混ぜることによ
り、コンタクト層１１４Ｂの表面に、上記のような突形状Ｂを形成することができる。尚
、スラリーＣ１，Ｃ２の混合比を調整することで、突形状Ｂの形状（厚みｄ１）を調整可
能である。
【００６５】
　このようにして、駆動基板１０では、コンタクト層１１４Ａ，１１４Ｂの各表面に突形
状Ｂが形成される。
【００６６】
（第１電極，電極パッドの形成工程）
　次いで、図１５に示したように、駆動基板１０上に、上記第１の実施の形態と同様にし
て、低反射導電膜１４ｂおよび高反射導電膜１４ａからなる第１電極１４を形成すると共
に、周辺領域Ｓ２にも、同様の構成を有する積層膜１４Ｐ１を形成する。
【００６７】
　続いて、基板全面にわたって、画素間絶縁膜１５を成膜後、フォトリソグラフィ法を用
いて、その画素間絶縁膜１５のうち、第１電極１４に対向する領域と、積層膜１４Ｐ１に
対向する領域とを選択的に除去し、開口Ｈ３，Ｈ２を形成する。具体的には、まず、図１
６に示したように、画素間絶縁膜１５およびフォトレジスト膜１２１をこの順に成膜する
。
【００６８】
　この後、図１７に示したように、フォトレジスト膜１２１の選択的な領域を露光し、第
１電極１４に対向する領域と、積層膜１４Ｐ１に対向する領域とに、開口１２１ａ，１２
１ｂをそれぞれ形成する。この際、開口１２１ａは、コンタクト層１１４Ａに非対向な領
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域に形成し、開口１２１ｂは、コンタクト層１１４Ｂに対向する領域に形成する。
【００６９】
　次いで、図１８に示したように、フォトレジスト膜１２１をマスクとしてドライエッチ
ングを行うことにより、開口Ｈ３，Ｈ２を所定の領域に形成する。この際、開口Ｈ３の端
部からコンタクト層１１４Ａまでの距離ｄ２は、コンタクト層１１４Ａの径と、上記フォ
トレジスト膜１２１の露光時における合わせずれとを考慮して設定されることが望ましく
、これにより、コンタクト層１１４Ａ上の領域は、画素間絶縁膜１５により覆われるよう
に開口Ｈ３を設けることができる。
【００７０】
　続いて、図１９に示したように、例えば酸素ガスを用いたプラズマアッシングを施すこ
とにより、フォトレジスト膜１２１を除去する。この際、プラズマアッシングを、高温（
例えば２００℃～４００℃、望ましくは２００℃～３００℃）雰囲気下において行う。こ
れにより、いわゆるサーマルマイグレーションの効果によって、高反射導電膜１４ａのう
ちのコンタクト層１１４Ｂに対向する領域のみが選択的に除去され、低反射導電膜１４ｂ
と、この上に残存した高反射部１４ａ２とよりなる電極パッド２１Ｐが形成される。尚、
第１電極１４では、コンタクト層１１４Ａが、画素間絶縁膜１５およびフォトレジスト膜
１２１によって覆われているために、上記作用が生じず、高反射導電膜１４ａが除去され
ることはない。
【００７１】
　この後、図２０に示したように、フォトレジスト膜１２１を剥離する。尚、この剥離工
程において電解質の薬液に浸すことで、電池効果により高反射部１４ａ２（高反射導電膜
１４ａの残存部分）をより小さくすることも可能である。
【００７２】
　次いで、図２１に示したように、上記第１の実施の形態と同様にして、有機層１６を形
成する。この際、上記第１の実施の形態と同様、周辺領域Ｓ２では、有機層１６の端部１
６ｅが、電極パッド２１Ｐの一部を覆うように延在して形成されるようにし、低反射導電
膜１４ｂの表面の一部は露出させておく。
【００７３】
　この後、図２２に示したように、上記第１の実施の形態と同様にして、第２電極１７を
成膜する。これにより、電極パッド２１Ｐの低反射導電膜１４ｂの有機層１６から露出し
た部分と、第２電極１７が接触して、これらが電気的に接続される。
【００７４】
　次いで、図示はしないが、形成した第２電極１７上の全面を覆って、上述した材料より
なる上述した材料よりなる保護層１８を形成した後、接着層を用いて駆動基板１０と封止
基板２０とを貼り合わせる。以上により、図１１に示した有機ＥＬ表示装置２を完成する
。
【００７５】
［作用・効果］
　上記のような有機ＥＬ表示装置２においても、上記第１の実施の形態の有機ＥＬ表示装
置１と同様、各サブピクセル（ＥＬ素子部１３Ａ）に対し、映像信号に基づく駆動電流が
供給されると、有機層１６（白色発光層）において発光が起こる。このようにして生じた
白色光が第１電極１４等によって反射された後、あるいはそのまま封止基板２０の上方よ
り出射することで、トップエミッション方式によるフルカラーの映像表示がなされる。
【００７６】
　また、駆動基板１０上において、表示領域Ｓ１に反射電極としての第１電極１４が設け
られ、周辺領域Ｓ２には、第２電極１７を取り出すための電極パッド２１Ｐが設けられて
いる。第１電極１４が高反射導電膜１４ａおよび低反射導電膜１４ｂを有する積層膜から
なり、電極パッド２１Ｐが、そのような積層膜の一部に対応する膜構造を有する（低反射
導電膜１４ｂと同一材料よりなる導電膜を含む）。このような第１電極１４および電極パ
ッド２１Ｐは、互いに同一工程において成膜された後、電極パッド２１Ｐにおいては積層
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膜の一部が選択的に除去されることにより形成される。
【００７７】
　従って、本実施の形態においても、第１電極１４と電極パッド２１Ｐとを同一工程にお
いて成膜しつつも、第１電極１４では、高反射導電膜１４ａの機能、電極パッド２１Ｐで
は、低反射導電膜１４ｂの機能をそれぞれ発揮させることができる。従って、上記第１の
実施の形態とほぼ同等の効果を得ることができる。
【００７８】
［有機ＥＬ表示装置の全体構成、画素回路構成］
　次に、上記実施の形態等に係る有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示装置１，２）の全体
構成および画素回路構成について説明する。図２３は、有機ＥＬディスプレイとして用
いられる表示装置の周辺回路を含む全体構成を表すものである。このように、例えば駆
動基板１０上には、有機ＥＬ素子を含む複数の画素ＰＸＬＣ（サブピクセル）がマトリ
クス状に配置されてなる表示領域Ｓ１が形成され、この表示領域Ｓ１の周辺に、信号線
駆動回路としての水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３１と、走査線駆動回路としてのライトス
キャナ（ＷＳＣＮ）３２と、電源線駆動回路としての電源スキャナ（ＤＳＣＮ）３３と
が設けられている。
【００７９】
　表示領域Ｓ１において、列方向には複数（整数ｎ個）の信号線ＤＴＬ１～ＤＴＬｎが
配置され、行方向には、複数（整数ｍ個）の走査線ＷＳＬ１～ＷＳＬｍおよび電源線Ｄ
ＳＬ１～ＤＳＬｍがそれぞれ配置されている。また、各信号線ＤＴＬと各走査線ＷＳＬ
との交差点に、各画素ＰＸＬＣ（Ｒ、Ｇ、Ｂに対応する画素のいずれか１つ）が設けら
れている。各信号線ＤＴＬは水平セレクタ３１に接続され、この水平セレクタ３１から
各信号線ＤＴＬへ映像信号が供給されるようになっている。各走査線ＷＳＬはライトス
キャナ３２に接続され、このライトスキャナ３２から各走査線ＷＳＬへ走査信号（選択
パルス）が供給されるようになっている。各電源線ＤＳＬは電源スキャナ３３に接続さ
れ、この電源スキャナ３３から各電源線ＤＳＬへ電源信号（制御パルス）が供給される
ようになっている。
【００８０】
　図２４は、画素ＰＸＬＣにおける具体的な回路構成例を表したものである。各画素Ｐ
ＸＬＣは、有機ＥＬ素子３Ｄ（上記ＥＬ素子部１３Ａに相当）を含む画素回路４０を有
している。この画素回路４０は、サンプリング用トランジスタ３Ａおよび駆動用トラン
ジスタ３Ｂと、保持容量素子３Ｃと、有機ＥＬ素子３Ｄとを有するアクティブ型の駆動
回路である。
【００８１】
　サンプリング用トランジスタ３Ａは、そのゲートが対応する走査線ＷＳＬに接続され
、そのソースおよびドレインのうちの一方が対応する信号線ＤＴＬに接続され、他方が
駆動用トランジスタ３Ｂのゲートに接続されている。駆動用トランジスタ３Ｂは、その
ドレインが対応する電源線ＤＳＬに接続され、ソースが有機ＥＬ素子３Ｄのアノードに
接続されている。また、この有機ＥＬ素子３Ｄのカソードは、接地配線３Ｈに接続され
ている。なお、この接地配線３Ｈは、全ての画素ＰＸＬＣに対して共通に配線されてい
る。保持容量素子３Ｃは、駆動用トランジスタ３Ｂのソースとゲートとの間に配置され
ている。
【００８２】
　サンプリング用トランジスタ３Ａは、走査線ＷＳＬから供給される走査信号（選択パ
ルス）に応じて導通することにより、信号線ＤＴＬから供給される映像信号の信号電位
をサンプリングし、保持容量素子３Ｃに保持するものである。駆動用トランジスタ３Ｂ
は、所定の第１電位（図示せず）に設定された電源線ＤＳＬから電流の供給を受け、保
持容量素子３Ｃに保持された信号電位に応じて、駆動電流を有機ＥＬ素子３Ｄへ供給す
るものである。有機ＥＬ素子３Ｄは、この駆動用トランジスタ３Ｂから供給された駆動
電流により、映像信号の信号電位に応じた輝度で発光するようになっている。



(17) JP 2013-54863 A 2013.3.21

10

20

30

40

50

【００８３】
　このような回路構成では、走査線ＷＳＬから供給される走査信号（選択パルス）に応
じてサンプリング用トランジスタ３Ａが導通することにより、信号線ＤＴＬから供給さ
れた映像信号の信号電位がサンプリングされ、保持容量素子３Ｃに保持される。また、
上記第１電位に設定された電源線ＤＳＬから駆動用トランジスタ３Ｂへ電流が供給され
、保持容量素子３Ｃに保持された信号電位に応じて、駆動電流が有機ＥＬ素子３Ｄへ供
給される。そして、各有機ＥＬ素子３Ｄは、供給された駆動電流により、映像信号の信
号電位に応じた輝度で発光する。これにより、有機ＥＬ表示装置において、映像信号に
基づく映像表示がなされる。
【００８４】
＜適用例＞
　以下、上記のような有機ＥＬ表示装置１等の電子機器への適用例について説明する。
有機ＥＬ表示装置１等は、テレビジョン装置，デジタルカメラ，ノート型パーソナルコ
ンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなどのあらゆる分野の電
子機器に適用することが可能である。言い換えると、有機ＥＬ表示装置１等は、外部か
ら入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表
示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。
【００８５】
（モジュール）
　上記有機ＥＬ表示装置１等は、例えば図２５に示したようなモジュールとして、後述
の適用例１～５などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、駆
動基板１０の一辺に、封止基板２０から露出した領域２１０を設け、この露出した領域
２１０に、水平セレクタ３１、ライトスキャナ３２および電源スキャナ３３の配線を延
長して外部接続端子（図示せず）を形成したものである。この外部接続端子には、信号
の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板（ＦＰＣ；Flexible Printed Circuit）
２２０が設けられていてもよい。
【００８６】
（適用例１）
　図２６は、テレビジョン装置の外観を表したものである。このテレビジョン装置は、
例えば、フロントパネル３１０およびフィルターガラス３２０を含む映像表示画面部３
００を有しており、この映像表示画面部３００が有機ＥＬ表示装置１等に相当する。
【００８７】
（適用例２）
　図２７は、デジタルカメラの外観を表したものである。このデジタルカメラは、例え
ば、フラッシュ用の発光部４１０、表示部４２０、メニュースイッチ４３０およびシャ
ッターボタン４４０を有しており、この表示部４２０が有機ＥＬ表示装置１等に相当す
る。
【００８８】
（適用例３）
　図２８は、ノート型パーソナルコンピュータの外観を表したものである。このノート
型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５１０，文字等の入力操作のためのキーボ
ード５２０および画像を表示する表示部５３０を有しており、この表示部５３０が有機
ＥＬ表示装置１等に相当する。
【００８９】
（適用例４）
　図２９は、ビデオカメラの外観を表したものである。このビデオカメラは、例えば、
本体部６１０，この本体部６１０の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ６２０
，撮影時のスタート／ストップスイッチ６３０および表示部６４０を有している。この
表示部６４０が有機ＥＬ表示装置１等に相当する。
【００９０】
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（適用例５）
　図３０は、携帯電話機の外観を表したものである。この携帯電話機は、例えば上側筐
体７１０と下側筐体７２０とを連結部（ヒンジ部）７３０で連結したものであり、ディ
スプレイ７４０，サブディスプレイ７５０，ピクチャーライト７６０およびカメラ７７
０を有している。そして、これらのうちのディスプレイ７４０またはサブディスプレイ
７５０が、有機ＥＬ表示装置１等に相当する。
【００９１】
　以上、実施の形態、変形例および適用例を挙げて説明したが、本開示内容はこれらの
実施の形態等に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態等にお
いて説明した各層の材料および厚み、または成膜方法および成膜条件などは限定される
ものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、または他の成膜方法および成膜条件
としてもよい。
【００９２】
　また、上記実施の形態等では、アクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置の場合に
ついて説明したが、本開示はパッシブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置への適用も可能
である。更にまた、アクティブマトリクス駆動のための画素駆動回路の構成は、上記実
施の形態で説明したものに限られず、必要に応じて容量素子やトランジスタを追加して
もよい。
【００９３】
　尚、本開示内容は、以下の（１）～（１８）に記載したような構成であってもよい。
（１）駆動基板上の表示領域に設けられると共に、それぞれが、２層以上からなる積層膜
を有する複数の第１電極と、前記複数の第１電極上に前記表示領域の全域にわたって設け
られ、発光層を含む有機層と、前記駆動基板上の前記表示領域の周辺領域に設けられた電
極パッドと、前記有機層上から前記電極パッド上にわたって設けられた第２電極とを備え
、前記積層膜は、反射膜として機能する第１導電膜と、前記第１導電膜の下層に設けられ
て前記第１導電膜よりも低反射率を有する第２導電膜とを有し、前記電極パッドは、前記
積層膜の一部に対応すると共に、前記第２導電膜と同一材料よりなる導電膜を含む有機Ｅ
Ｌ表示装置。
（２）前記有機層は、前記表示領域から前記周辺領域の前記電極パッド上にまで延在して
設けられている上記(1)に記載の有機ＥＬ表示装置。
（３）前記駆動基板は、薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを覆う絶縁膜と、前
記絶縁膜に埋設され、前記薄膜トランジスタと前記第１電極とを電気的に接続する第１の
コンタクト層と、前記絶縁膜に埋設され、前記薄膜トランジスタと同層に設けられた配線
層と、前記電極パッドとを電気的に接続する第２のコンタクト層とを有する上記(1)また
は(2)に記載の有機ＥＬ表示装置。
（４）前記駆動基板は、シリコン基板を含む上記(1)～(3)のいずれかに記載の有機ＥＬ表
示装置。
（５）前記電極パッドは、前記積層膜において、前記第２導電膜上の全域または端部を除
く全域の前記第１導電膜が除去されたものである上記(1)～(4)のいずれかに記載の有機Ｅ
Ｌ表示装置。
（６）前記電極パッドは、前記積層膜において、前記第２導電膜上の前記第２のコンタク
ト層に対向する領域の前記第１導電膜が選択的に除去されたものである上記(3)または(4)
に記載の有機ＥＬ表示装置。
（７）前記複数の第１電極と前記有機層との間に前記基板の全面にわたって設けられると
共に、各第１電極に対向して第１開口、前記電極パッドに対向して第２開口をそれぞれ有
する画素間絶縁膜を備え、前記第１開口は、前記第１のコンタクト層に非対向の領域に形
成され、前記第２開口は、前記第２のコンタクト層に対向する領域に形成されている上記
(6)に記載の有機ＥＬ表示装置。
（８）前記第１導電膜は、アルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウムを含む合金からなり
、前記第２導電膜は、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）またはチタンを含む合金を
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含むからなる上記(1)～(7)のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
（９）前記第２電極は、酸化インジウムの化合物、またはマグネシウムと銀との共蒸着膜
よりなる透明導電膜である上記(1)～(8)のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
（１０）前記有機層は、白色発光層を含む上記(1)～(9)のいずれかに記載の有機ＥＬ表示
装置。
（１１）駆動基板上の表示領域に、それぞれが、２層以上からなる積層膜を有する複数の
第１電極を形成する工程と、前記複数の第１電極上に前記表示領域の全域にわたって、発
光層を含む有機層を形成する工程と、前記駆動基板上の前記表示領域の周辺領域に電極パ
ッドを形成する工程と、前記有機層上から前記電極パッド上にわたって第２電極を形成す
る工程とを含み、前記複数の第１の電極を形成する工程では、前記積層膜として、反射電
極として機能する第１導電膜と、前記第１導電膜の下層において前記第１導電膜よりも低
反射率を有する第２導電膜とを形成し、前記電極パッドを形成する工程では、前記電極パ
ッドとして、前記積層膜の一部に対応すると共に、前記第２導電膜と同一材料よりなる導
電膜を形成する有機ＥＬ表示装置の製造方法。
（１２）前記有機層を形成する工程では、前記有機層を、前記表示領域から前記周辺領域
の前記電極パッド上まで延在して形成する上記(11)に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法
。
（１３）前記駆動基板は、薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを覆う絶縁膜と、
前記絶縁膜に埋設され、前記薄膜トランジスタと前記第１電極とを電気的に接続する第１
のコンタクト層と、前記絶縁膜に埋設され、前記薄膜トランジスタと同層に設けられた配
線層と、前記電極パッドとを電気的に接続する第２のコンタクト層とを有する上記(11)ま
たは(12)に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
（１４）前記駆動基板として、シリコン基板を用いる上記(11)～(13)のいずれかに記載の
有機ＥＬ表示装置の製造方法。
（１５）前記第１電極を形成する工程において、前記積層膜を、前記表示領域と前記周辺
領域の一部とに成膜し、前記電極パッドを形成する工程では、前記周辺領域に成膜された
積層膜において、前記第２導電膜上の全域または端部を除く全域の前記第１導電膜をエッ
チングにより除去し、前記電極パッドを形成する上記(11)～(14)のいずれかに記載の有機
ＥＬ表示装置の製造方法。
（１６）前記第１電極を形成する工程において、前記積層膜を、前記表示領域と前記周辺
領域の一部とに成膜し、前記電極パッドを形成する工程では、前記周辺領域に成膜された
積層膜において、前記第２導電膜上の前記第２のコンタクト層に対向する領域の前記第１
導電膜を、酸素ガスを用いたプラズマアッシングの際の高温処理によって選択的に除去し
、前記電極パッドを形成する上記(13)または(14)に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
（１７）前記駆動基板において、前記第１および第２のコンタクト層を、前記絶縁膜の最
表面から突き出た突形状に加工する工程と、前記複数の第１電極を形成した後、前記有機
層を形成する前に、前記基板の全面にわたって、各第１電極に対向して第１開口、前記電
極パッドに対向して第２開口をそれぞれ有する画素間絶縁膜を形成する工程とを更に含み
、前記画素間絶縁膜を形成する工程では、前記第１開口を、前記第１のコンタクト層に非
対向の領域に形成し、前記第２開口を、前記第２のコンタクト層に対向する領域に形成す
る上記(16)に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
（１８）駆動基板上の表示領域に設けられると共に、それぞれが、２層以上からなる積層
膜を有する複数の第１電極と、前記複数の第１電極上に前記表示領域の全域にわたって設
けられ、発光層を含む有機層と、前記駆動基板上の前記表示領域の周辺領域に設けられた
電極パッドと、前記有機層上から前記電極パッド上にわたって設けられた第２電極とを備
え、前記積層膜は、反射膜として機能する第１導電膜と、前記第１導電膜の下層に設けら
れて前記第１導電膜よりも低反射率を有する第２導電膜とを有し、前記電極パッドは、前
記積層膜の一部に対応すると共に、前記第２導電膜と同一材料よりなる導電膜を含む有機
ＥＬ表示装置を備えた電子機器。
【符号の説明】



(20) JP 2013-54863 A 2013.3.21

【００９４】
　１，２…有機ＥＬ表示装置、１３Ａ…ＥＬ素子部、１０…駆動基板、１１…ＴＦＴ、１
４…第１電極、１４ａ…高反射導電膜、１４ｂ…低反射導電膜、１４Ｐ，２１Ｐ…電極パ
ッド、１５…画素間絶縁膜、１６…有機層、１７…第２電極、１８…保護層、２０…封止
基板、１１３Ａ，１１３Ｂ，１１４Ａ，１１４Ｂ…コンタクト層、Ｈ１～Ｈ３…開口、Ｓ
１…表示領域、Ｓ２…周辺領域。
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够实现小型化和高清晰度而不会使显示图像
的感知性恶化的有机EL显示装置。解决方案：在有机EL显示装置中，设
置在驱动基板上的显示区域中的第一电极包括在第一导电膜（反射膜）
的下层中具有第二导电膜的层压膜，该第二导电膜具有比第一导电膜低
的反射率。在周边区域中，提供连接到第二电极的电极焊盘，并且该电
极焊盘包括由与构成第一电极的层叠膜的至少第二导电膜相同的材料制
成的导电膜。在第一电极中，示出了作为层叠膜的反射膜的第一导电膜
的功能，并且在电极焊盘中，通过由与具有第二导电膜的第二导电膜相
同的材料制成的导电膜来抑制外部光反射。反射率较低。
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